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Перспективними сенсорами для ядерних випромінювань є планарні структури на 

основі кремнію, які чутливі до іонізуючих та неіонізуючих втрат енергії.  

Досліджено вплив нейтронного опромінення на зворотну гілку вольт-амперної 

характеристики (ВАХ) планарних p-i-n діодів. Виміри залежності струму від напруги 

дозволяють визначати дози нейтронів та коефіцієнт радіаційного пошкодження матеріалу.

Експериментальні результати вимірів ВАХ добре узгоджуються з отриманими 

теоретичними залежностями. Головний вклад в ВАХ дає генерація носіїв в області 

збіднення p-i-n діода.

Розглянуто можливість підвищення чутливості p-i-n діода, як сенсора нейтронів, 

при застосуванні поліетиленової плівки або бор місткого покриття, як конвертора 

нейтронів.

Показано можливість використання стрип детектора з конвертором для 

детектування нейтронів.


